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Abstract (Basic) : DE 3637682 A 

A memory matrix consists of MOS transistor cells (Qll-Qm) whose 
gates are linked to form rows (WLl-WLn) and whose drains are joined to 
form columns (BLl-BLm) . An additional transistor (Ql-Qn) is assigned to 
each row. During test a test enable signal of 5V is applied to the 
gates of these transistors, resulting in a bias voltage of 0.5-1.0 V 
being applied to the word lines (WLl-WLn) . 

The bit lines (BLl-BLm) are then strobed sequentially and the 
resulting drain current is amplified by a sampling amplifier (20) . The 
gain of this amplifier is variable and may be adjusted according to the 
required test tolerance. 

ADVANTAGE - Enables rapid checking of individual memory cells in 
their reset state without repeated programming and erasing. 
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Abstract (Equivalent) : US 4779272 A 

The semiconductor memory, comprises a number of variable-threshold 
nonvolatile semiconductor memory transistors arranged in rows and 
columns, each transistor comprising a source, a drain, and a gate. The 
gate is a floating gate injectable with electrons and dischargeable. 
Gates of all transistors in any of the rows are connected to a 
corresponding word line. Drains of all transistors in any of the 
columns are connected to a corresponding bit line. One of the word 
lines is selected by a row selection signal being at a first potential, 
the remaining word lines being non-selected by row selection signals 
being at a second potential. 

A number of column selection transistors each have a source 
connected to a respective one of the bit lines and a gate connected to 
a respective one of a number of column selection lines carrying column 
selection signals. A row decoder and a column decoder receives address 
signals for selecting one of the memory transistors and providing 
respectively the row selection signals and column selection signals. 

ADVANTAGE - Enables testing of each memory cell in erased state 
within short time without repetitive programming and erasure. £7pp) 
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<g) Pruffihiger, nicht-fluchtiger Halblaiterspelcher mit variablem Schwellenwert 

Em nicht-flGcntiger Spefchar mit variablem Schwellen- 
wart, bai welchem etn Potential, das zwischen einem Win- 
larpagal und einem nicht-wdhlendan Page) abfliit. dan Gat- 
tern xugefGhrt wir d und be! welcham dar artialtane Drain- 
strcm gemessen wird, um zu ermntetn, ob ainar dar Tranai- 
tforen eine anormale Schwellemwertspannung aufweist 
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PatentansprQche 

t. Halbteiterspekher, gekemxekhaet durch eine 
Anzahl nkht-flOchtiger Halbteiterspeichenransh 
storen mit variablem Schwcllenwert, die in Zcilcn 5 
und Spaiten angeordnet sind, wobei jeder Spet- 
chenraratstor einen Sourcebcrckh, einen Drainbe- 
reich und cin Gatter aufweist das Gatter ein glei- 
tendcs Gatter ist das mit Elektronen injizterbar 
und entladbar ist die Gatter alter Transistoren in 10 
jeder der Reihen mit einer zugcordncteo Wortlei- 
tung ( WL) verbunden sind, die Drainbereiche aller 
Tramistoren in jeder der Spaiten mit einer zuge- 
oirdneten Bitleitung (BL) verbunden sind, eine der 
Wortleitungen durch ein Zeilenwlhlersignal mit ei- 15 
nem ersten Potential ausgewfthlt wild, wihrend die 
Qbrigen Wortleitungen durch auf einem zweiten 
Potential befindtiche Zeilenwflhlersignale nkht-ge- 
wfthltsind, 

eine Anzahl Spaltenwlhtertransistoren, wovon je- 20 
der einen Sourcebcrekh aufweist, der mit einer je- 
weiligen der Bitleitungen verbunden ist, und ein 
Gatter (l-m).da* mil einer jewdligen der Anzahl 
von Spaltenwihlerleitungen verbunden ist, die 
Spaltenwflhlersignale (CS\ — CSm) fQhrcn, as 
einen Zeitendecoder(12) und einen Spaltendecoder 
(10). die Adressignale (Ap—A^; At—Ap-%) zur Aus* 
waht eines der Anzahl der Speichertransistoren 
empfangen und jeweils die Zeilenwflhlersignale 
und Spahenwthlersignale<CS, -CSm)lkfern, 30 
einen Abfrageversttrker (20), der einen mit den 
Drainberekhen aller Spaltenwflhiertransistoren 
verbundenen Emgang aufweist und einen Abfrage- 
ausgang rum Lesen des ausgewihlten der Spei- 
chertransistoren hat, und 35 
eine Einrichtung (21 ; Qi — Q a ) zur selektiven Zufflh- 
rung ernes dritten Potentials zu den Gattern aller 
Speichertransistoren in mindestens einer der Zei- 
len, wobei das dritte Potential zwischen dem ersten 
und dem zweiten Potential liegt 40 

2. Halbteiterspekher nach Ansprueh l,dadurch ge- 
kennzekhnet, dass die Zufuhreinrichtung selektiv 
das dritte Potential den Gattern aller Speichertran- 
sistoren in alien Zeilen zufQhrt 

3. Halbleiterspeicher nach Ansprueh 1, dadurch ge- 45 
kennzekhnet, dass wihrend des selektiven Betriebs 
der Zufuhreinrichtung die gleitenden Gatter aller 
Speichertransistoren injizkrte Elektronen aufwei- 
sen und nkht entladen werden. 

4. Halbleiterspeicher nach Ansprueh 1, dadurch ge- so 
kennzekhnet. dass das dritte Potential urn weniger 
als eine normale Schwellenwertspannung der Spei- 
chertransistoren grosser als das zweite Potential 
ist 

5. Halbleiterspeicher nach Ansprueh 1, dadurch gc- 35 
kennzekhnet, dass, falls das erstc Potential glekh 

( ViX das zweite Potential glekh ( V 2 ) und das dritte 
Potential glekh ( V 3 ) ist dann 

wobei A im Berekh von 0,1 bis 0,2 Uegt 

& Halbteiterspekher nach Ansprueh 5, dadurch ge- 

kennzekhnet. dass die Zufuhreinrichtung selektiv 

das dritte Potential alien Gattern aller Spekher- es 

transistoren in alkn Teilen zuf Uhrt 

7. Verfahren zum Prflfen einer Anordnung von 

nkht-flQchtigen Halbleiterspckhertransistoren mit 
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variablem Schweiknwert die in Zeilen und Spaiten 
angeordnet sind, wobei ein Drainberekh ernes je- 
den Spekhertransistors mit einer einer Zeile zuge* 
horigen Bitleitung verbunden ist, ein glehendes 
Gatter eines jeden Spetchertransistors mit einer ei- 
ner Spalte zugeordneten Wortlcitung verbunden 
ist und durch ein auf einem ersten Potential befind- 
liches Wflhiersignal auswthlbar und durch ein auf 
einem zweiten Potential befindlkhes Wihkrsignal 
nkht-ausw&hlbar ist, und das gleitende Gatter mit 
Elektronen injizierbar und entladbar ist, gekenn- 
zekhnet durch folgende Schritte: 
ZufQhrung eines PrOf signals mit einem dritten zwi- 
schen dem ersten und dem zweiten Potential lie- 
genden Potential an mindestens eine der Wortlei- 
tungen und Abfragen eines Stroms in mindestens 
einer der Bitleitungen. 

& PrOf verfahren nach Ansprueh 7, dadurch gekenn- 
zekhnet, dass beim Zuftthren des PrOfsignals 
glekhzeitig das PrOfsignal alien Wortleitungen zu- 
gcfOhrtwird. 

9l PrOfverfahren nach Ansprueh 7, gekennzekhnet 
durch das Injtzteren von Elektronen in die gteiten- 
den Gatter aller Speichertransistoren, wobei das 
ZufQhren der PrOfsignals nach dem Injizieren und 
vor dem Entladen der gleitenden Gatter erfolgt 

10. PrOfverfahren nach Ansprueh 7, dadurch ge- 
kennzekhnet, dass das dritte Potential urn nicht 
mehr als eine Schwellenwertspannung der Spei- 
chertransistoren grosser als das zweite Potential 
isL 

11. PrOfverfahren nach Ansprueh 7, dadurch ge- 
kennzekhnet, dass, falls das erste Potential glekh 
( ViX das zweite Potential glekh ( Vi) und das dritte 
Potential glekh ( V 3 ) ist, dann 

V,- V, + y4(Vi - Vz) 

wobei A im Berekh von <M bis <\2 liegt 

12. PrOfverfahren nach Ansprueh 7, dadurch ge- 
kennzekhnet, dass ein erstes Lesesignal mit dem 
ersten Potential nur einer der Wortleitungen zuge- 
fflhrt wird, dass ein zwehes Lesesignal mit dem 
zweiten Potential dem Gatter nur eines Wflhler- 
transistors zugefQhrt wird und dass em Strom in 
alien WAhlertranststoren abgefragt wird. 

13l PrOfverfahren nach Ansprueh 7, gekennzekh- 
net durch den Verfahrensschritt wonach die Anord- 
nung der Transistoren als anormal beurteih wird, 
falls der abgefragte Strom grosser als ein vorgege- 
bener Pegel ist 

Beschreibung 

Die Erfindung betrifft einen Halbleiterspeicher und 
insbesondere einen H albleiterspetchcr, bei welchem 
Elektronen in gleitende Gatter tnjtziert und durch etek- 
trische Emwirkung oder Bestrahhing mh uhravioletten 
Strahkn entladen werden. Die Gatter einer Anzahl der- 
artiger, nkht-flOchttger Halbleiter-Speichertransistoren 
mit variabkm Schwcllenwert werden miteinander in 
den Zeilen einer Matrix verbunden und die Drainberei- 
che der Transistoren werden miteinander in den Spaiten 
der Matrix verbunden. 

Es wird auf den Stand der Technik Bezug genommen. 
Fig. t zeigt ein elektrisches Sehaltbitd eines Qblkhen 
Halbleiterspeichers. Fig 2 gibt die Kennlinie einer Spei- 
cherzeOe an. Fig. 3 stellt die Kennlinie einer normalen 
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Speicherzelle und cincr SpeicherzeUe mit niedrigem wahlt das Spaitenwfthlersignal (GS) wird ausgewahlt 

SchweUenwert dan und die anderen Spaltenwlhlersignalc (CSa— CSm) wer- 

Der in Fig. 1 dargesiellte Halbleiterspekher ist ein den nicht gewihh. tnfolgedessen wird die Bitleitung 
lOschbarer und etektrisch programmicrbarer Featwert- [BU) ausgewahlt und mit dem Abfragevcrstarker (20) 
spekher (der anschliessend hiufig aJs EPROM bezekh- 5 verbundea Befindet sich die Speicherzelle (Qi) im ge- 
net wirdX der aus Spekherzellen (<?u-GU) der FA- lOschten Zustand von M P t so hat die Spekherzelle dk in 
MOS*Bauart bestcht Die Gatter der Speicherzellen Fig»3dargesteDteKennlinie(i4)unddadieGauerspan- 
(<?ii-<?«0 «nd miteinander langs der Zcikn einer Ma- nung 5 Volt bctr&gt flberschreitet der Drainstrom (fa) 
trix verbundea Wortleitungssignale (WLi— WL^ zur den Abfragestrom (/awti*)- Aus diesem Grunde beur- 
Auswahl der Zeilen werden an die Gatter aller Zellen io teitt der Abfragevcrstarker (20) die Information in der 
einer Zeile zugefQhrt Die Drainberetche der Spekher- SpeicherzeUe (<?n) als "P. Zu diesem Zeitpunkt sind 
zellen «?ii-<?m») sind mtteinander langs der Spalten glekhgOltig ob die anderen Speicherzellen {Qd-Q 0 \) 
der Matrix verbunden, so dass die Spalten als Bideitun- auf der gletchen Bitleitung (BL*) im geldschten Zustand 
gen (BL\—BLm) verwendet werden. SpaltenwShlersi- von "P oder im programmierten Zustand von TT sind. 
gnale (CS]—CSm) zur Auswahl der Bitkitungen 13 ihre Gatterspannungtn glekh 0 Volt, so dass der Drain- 
\BL\ -BL^ werden den Bitleitungen flber Spaltenwahl* strom (/*) nicht durch sk flksst Aus diesem Grunde 
ergatter (1— /n) zugefQhrt Die Drainberekhe aller Spal- wird das Lesen der Daten in der Speicherzelle (Qi) 
tenwahlergatter (1 - m) und gemetnsam an einen Abfra- nicht durch die anderen Spekherzellen beeinflusst Be- 
geverstarfcer(20)angeschlossea findet skh die SpekherzeUe (Qi) im programmierten 

Die Spaltenwlhlerstgnale (GSi-CXJ und die Wort- 20 Zustand von TT, so hat (Be SpeicherzeUe die in Fig. 3 

lehungsstgnab {WLy—WL^ werden gemiss Fig. 2 dargestellte Kenntink (fl) und ihre Gatterspaimung be- 

durch einen Spaltendecoder (10) und due Zeilendeoo- trigt 5 Volt so dass der Drainstrom (/*) nkht fliesst da 

der (12) erzeugt der Adressignale (Aq—A<£ erhalt Der der Drainstrom kleiner als der Abrragestrom (W^,) 

Spaltendecoder (10) wflhlt ernes der m- Spalten wihlcrsi- ist Aus diesem Grunde interpretiert der Abfragever- 

gnale (GK-GS^ fQr jede einzelne Kombination der p » starker (20) die Information in der Spekherzelle 

Adressignale (A»— Ap-t) aus. In fthnlkher Wetse wlhh als tT. Dabei haben die anderen Spekherzellen auf der 

der Zeilendecoder (12) eines der a- Wortleitungssignale gtekhen Bitleitung einen vernachlissigbaren Drain* 

(WLi-WLJ for jede einzelne Kombination der (4- strom (fa) und zwar aus den glekhen, vorausgehend 

p+1) Adressignale (Ap-AJ. Sotnit wird fQr jedes beschricbenen Grflndea so dass die anderen Spekher- 

Adressignal eine Spalte und eine Zetle ausgewthlt » zellen das Lesen der Information in der SpeicherzeUe 

Zum Lesen von im EPROM programmterten Daten (Q11) nkht beeintrichtigea 

wird die WorUdtung for die Speicherzelle an einer ge- Jedoch haben in der Praxis die Speicherzellen 

wQnschten Adresse ausgewthlt und mit einer flblkbcn (Qti— CW Unregelmtssigkeitea Obglekh die gewdhn- 

— Speisespannung von 5 Volt versorgt wfthrend aUe ttbri- lkhe SchweUenwertspannung der SpeicherzeUe im ge- 
^en Wortleitungen nkht ausgewahlt und mit einem Obfi- 33 Utechten Zustand etwa 1,5 Volt betrtgt sind die Schwel- 
chen Massepotential von 0 Volt beiegt werden. Femer lenwertspannung einiger SpekherzeDcn 1 bis 2 Volt hd- 
wird nur die Bitleitung for die SpekherzeUe an der ge- her oder niedriger als die Qblkhe SchweUenwertspan- 
wflnschten Adresse durch das Spaitenwthlersignal aus- nung. Da der geldschte Zustand der SpeicherzeUe mit 
gewahlt und mit dem Abfragevcrstarker (20) verbun- einer hOheren SchweUenwertspannung ihrem unvoll- 
dea 40 stflndig programmierten Zustand entspricht kann die 

Fig- 3 gibt die Kennlinien {A) und (£) zwischen der Speicherzelle lekht als schadhaf te SpeicherzeUe mittels 
Gatterspannung der Speicherzelle (die Spannung der eines "LOschtest*" eliminiert werdea "L&schtesf bedeu- 
Wortleitung) und dem Drainstrom der SpeicherzeUe aa tet das Lesen der SpeicherzeUe im geldschten Zustand 
BetrSgt der Schwellenwertpegel der Speicherzelle im unterhalb der Versorgungsspannung von 5 Volt Im Ge- 
gelOschten Zustand von "P etwa 1,5 Volt so wird die 45 gensatz hierzu ist es schwierig. einen defekten Spekher 
Kennlinie (>l) erhaltea Ist der SchweUcnwertpegel der durch LOschen zu eUmimeren, falls die SpekherzeUe 
Spekherzelle im programmierten Zustand von V etwa eine niedrigere Schwellenwerupannung aufweist 
6 bis 10 Volt so wird die andere Kennlinie (B) erhaltea Das Lesen der Information in der Spekherzelle (<?»,) 
Ein Abfragestrom (/Attn*) hat fOr den Abfrageverstir- wird anschliessend beschriebea Es sei angenomroen, 
ker (20) einen derartigen PegeL dass der Drainstrom der so dass die SpekherzeUe (Qn) normal ist und sich im ge- 
SpeicherzeUe (Q erfasst wird, urn festzusteUea tdschten Zustand von T befindet, dass aber die Spei- 
ob die Information in der Spekherzelle glekh M* oder cherzeUe (Qh) anormal istundefie SdiweUenwertspan- 
"(T ist Wird die Wortleitungsspajmung, die ObUcherwei- nung der Spekherzelle (Qn) etwa - U Volt betrlgt Es 
- se 5 Volt betrlgt dem Gatter der Speicherzelle wird nun angenommea dass dk anderen Spekherzellen 
«?n-CU) zugefQhrt so hat die SpekherzeUe im ge- 55 (Qn -<?m) normal und entweder im gelftschien ZusUnd 
Idschten Zimand, der durch die Kennlinie (A) nach von T oder im programmierten Zustand von TT sind. 
Fig. 3 angegeben ist einen Drainstrom (Aji der grosser Da die geMschte SpekherzeUe «?i 1) ausgewfthlt wird 
als der Abfragestrom (/**•*) ist so dass die Informs- hat sie eine in Fig. 3 dargestellte Kennlinie {A\ so dass, 
tion in der Speicherzelle als "1" angesehen wird Femer wenn ihre Gatterspannung 5 Volt wird ihr Drainstrom 
hat dk SpekherzeUe im programmierten Zustand der 60 (lu) den Abfragestrom (Watt) Qberschreitet und der 
durch dk Kennlinie (B) in Fig. 3 angegeben wird einen Abfrageverstlrker (20) beurteilt dk in der SpekherzeUe 
vemachlftssigbaren Drainstrom (FmI so dass die Infor- (^) vorhandene Information als "P. Hat zu diesem 
mation in der Spekherzelle als "<T angesehen wird Zeitpunkt dk nicht-ausgewlhlte Spekherzelle ( <h\) «'* 

— Die Betriebsweise des EPROM wird anschUessend ne in Fig. 4 dargesteUte Kennlinie (Q so fliesst in der 
nter Bezugnahme auf Fig. 1 im einzelnen erllutert 65 Spekherzelle (Qn) ein elektrischer Strom, der grdsser 

Wird die Adresse der SpekherzeUe (Q 1) ausgewthlt so als der Abfragestrom (/awtk«) ist seibst wenn ihr eine 
wird das Wortleitungssignal ( WL X ) gewfthlt die anderen nicht-ausgewAhlte Wortleitungsspannung - 0 Volt zu- 
Wortleitungssignale (IVL 2 — WL„) werden nkht ge- gefahrt wird Obgleich jener elektrische Strom skh zum 



5 6 
Drainstrom (/«) vom Lesen der Information in der Spei- Bei dem erfindungsgemAtsen Halbleiterspekher sind 
cherzdle «& i) addicrt, beeintrtchtigt cr nkht das Lcsen die Gatter der Anzahl nkht-flflchtiger Halbleitenpei* 
der Information von a l M in der SpetcherzeQc«^iX da der chertransbtoren mit verlnderlicher Schwellenwert- 
AbfrageversUrker (20) die Information in der Speicher* spannung, bei wekhen Elektronen in gleitende Gatter 
*dk (Qi) al» T beurteilt, faib ein dektrbcher Strom 5 injiziert und durch ekktrische Einwirkung oder dureh 
fliesst der grosser ab oder gleich gross wk der Abf rage- Bestrahlung mit UV-Licht enttaden werden, miteinan- 
strom (/ AWncv ) ist Aus dem gkkhen Grund wird das der in den Zeilen ciner Matrix verbunden. und die 
Lesen der gespeicherten Information von T aus der Drainbereiche der Transistoren sind miteinander in den 
Spekherzclk {Qit) nkht beeintrlchtigt selbst wenn in Spalten der Matrix verbunden. Der Halbleiterspeicher 
jeder der anderen Speicherzeilcn (Q ( - Q a \) ein Drain- 10 ist mit einem QbHchen Lesemodus augestattet bei wcl- 
strom (7i#) fliesst der grosser als der Abfragestrom chem ein durch ein Adrestignal ausgewlhher Speicher- 
( /AWntc) ist transistor durch einen Zdlendecoder und einen Spalten- 

Es sei nun jedoch angenommcn, dass die Spekherzel- decoder gewlhlt wird. und die im Speichertransistor 
lc , ) normal und im programmierten Zustand von "<T programmierte Information wird durch einen Abfrage- 
bt und dass die SchweUenwcrtspannung der anderen 15 verstflrkergelesen. Der Halbleiterspeidier ist f enter mit 
Spekherzelle (fti) etwa - tfi Voh betrigt Da die Spei- einem Testmodus ausgestattet, bet wekhem erne vorge- 
cherzelle (Qu) ausgewflhlt ist, hat sic die in Fig. 4 darge- gebene Spannung dem gieitenden Gatter eines Spei- 
stellte Kennlinie (Ifc so dass, wenn ihre Gatterspannung chertransistors zugefOhrt wird. Die vorgegebene Span- 
5 Volt betrigt, ihr Drainstrom (/«) nkht fliesst Jedoch nung ist gleich gross wie oder hotter als jene einer nkht- 
hat die SpeicherzeUe «fci) die Kennlinie (<\ so dass ein 20 gewihlten Zeile im QMkhen Lesemodus und klesner ab 
elektrischer Strom fliesst, der grosser ab der Abfrage- die normale SchweOcnwertspannung des entladene 
strom (/Abbut) i>t selbst wenn die Gatterspannung 0 Elektronen aufweisenden Spekhertransbtors. Minde- 
Volt betrigt Infolgedessen beurteilt der Abfragever- stena eine Zeile wird durch den Zdlendecoder ausge- 
stlrker (20) den Drainstrom der SpeicherzeUe (Qa) als wihh und mindestens eine Spalte wird durch den Spal- 
jenen der Spekherzelle (Qi\)> womit der Abfragever- 35 tendecoderausgewfthtt so dass ein anormaler Speicher* 
sttrker dk Information in der Spekherzelle (<?h) als T transistor mit einer Schwellenwcrtspannung, die kkiner 
falsch beurteilt. Aus diesem Grund kann ein richtiges ist ab die normale Schwellenwertspannung eines Spei- 
Lesen nkht erfolgen. chertransistors, der die Elektronen durch das gleitende 

Jedoch kann eine Prograinmierung selbst in einer der- Gatter entladen hat, gegenQber dem normalen Spei- 
artigen Spekherzelle des Verarmungstyps durchgeffihrt 30 chertransistor mhteb eines Abfrageverstirkers unter- 
werdea Aus diesem Grund ist wenn sich die Speicher- schkden wird. 

zeUe «%i) im programmierten Zustand befindet, ihre Dk vorausgehend aufgeftihrte, erfindungsgemftsse 
Schwelknwertspannung 6 Voh oder hotter, so dass die zugrundefiegende Aufgabenstellung wird somit durch 
Information der Spekherzelle (Qi) ebenfalb rkhtig ge- einen Halbleiterspekher gelost der gekennzekhnet ist 
lesen werden kann, ohite die anderen Speicherzellen in as durch eine Anzahl nkht-flQchtiger Halbleiterspekher- 
der gkkhen Bitkitung zu beeintrftchtigefL Selbst wenn transistoren mit variablem Schwellenwert die in Zeilen 
skh die Spekherzelle (Qh) im gcldschten Zustand bef in- und Spalten angeordnet sind, wobei jeder Spekhertran- 
det macht das Lesen der Information in der Spekher- sistor einen Sourceberekh, einen Drainberekh und ein 
zefk an skh keine Schwkrigkeit da der Drain* Gatter aufweist das Gatter ein gleitendes Gatter ist, das 
strom der Spekherzelle (Qi) nur grosser ab jener einer 40 mit Ekktronen injizierbar und entladbar ist die Gatter 
Spekherzelle im normalen geloschten Zustand ist aUe Transistoren in jeder der Reihen mit einer zugeord- 

Soll eine anormale derartige Spekherzefk bet einer neten Wortleitung verbunden sind, dk Drainbereiche 
OberprUfung etiminiert werden, so wurde Qblkherweise aller Transistoren in jeder der Spalten mh einer zuge- 
das anschlkssend beschriebene Verfahren verwendet ordneten Bitkitung verbunden sind eine der Wortlei- 
Bei diesem Verfahren werden alle Spekherzellen 45 tungen durch ein Zeilenwahlersignal mit einem ersten 
(9ii-<7m) zuerst in den geloschten Zustand gebracht Potential ausgewtthlt wird, wfthrend die Obrigen Wort- 
die Programmierung erfolgt in nur eine der Spekherzel- leitungen durch auf einem zweiten Potential befindlkhe 
len auf den Bitleitungen (BL x -BUb und dk Informa- ZeiknwihlersignaJe nkht-gewihltsind. 
tion in der SpekherzeUe im programmkrten Zustand eine Anzahl Spahenwahlertransistoren, wovon jeder ei- 
wirdgeteaen, so dass dk Obrigen Spekherzellen geprfift so nen Sourceberekh aufwebt der mit einer jeweiligen der 
werden kdrmen Anschlkssend wird dk Programmk- Bitleitungen verbunden ist, und ein Gatter, das mit einer 
rung in eine der anderen SpekherzeOen auf den Bitlei- jeweiligen der Anzahl von Spaltenwihlerleitungen ver- 
tungen ausgefQhrt und die Information in der Spekher- bunden ist, die Spattenwihlersignak fUhren, 
zelk im programmierten Zustand wird gelesen, so dass einen Zdlendecoder und einen Spaltendecoder, die 
die der Programmkrung unterzogenen Spekherzelkn 55 Adressignak zur Auswahl eines der Anzahl der Spei- 
und dk Losung OberprOft werden kdnnen. Auf dkse chertransistoren empfangen und jeweib die Zetlenwlh- 
Weise kdnnen alle Spekherzelkn OberprOft werden. tersignak und SpaltenwAhlersignale liefera, 
Obgkkh die Spekherzelkn durch zwetfache Wiederho- einen Abfrageverstirker, der einen mit den Drainberei- 
lung der Programmierung und der Losung geproft wer- chen aller Spaltenwthlertransbtoren verbundenen Ein- 
den konnen, ist der Wirkungsgrad der UberprOfung 60 gang aufweist und einen Abfrageausgang zum Lesen 
nkht hoch. da es zeitlkh aufwendig ist die Programmie- des ausgewlhlten der Spekhertransutoren hat, und 
rung und dk Loschung zu wkderholen. eine Einrkhtung zur selektiven ZufOhmng eines dritten 

Der Erfindung fiegt daher die Aufgabe zugrunde, ei- Potentials zu den Gattern aller Spejchertransistoren in 
nen Halbkiterspekher zu schaffen. bei wekhem auf mindestens einer der Zeikn, Wobei das dritte Potential 
dem Chip eine Vorrichtung vorgesehen bt urn jede 6S zwischen dem ersten und den zweiten Potential lkgt 
Spekherzelle im geloschten Zustand innerhalb einer Die Erfindung wird anschlkssend anhand der Zekh- 
kurzen Zeiupanne ohne wiederholtes Programmieren nungeneriautert;eszeigen: 

undLoschenaufeinfacheWeisezuprafen. Fig. t ein Schaltbild eines Qblkhen Hatbletterspei- 
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erne Scbwellenwerupanmjng von etwa 14 Volt fat. so Hat jedoch die Soecherzdl* (fXA A . r 

f ?«*^ B «tatBngen der Soacberzdle werden auf SchwelkmwerttwuimiM dcr SDekherxelfe »«riv « 

starker bestimrat. ob ein Drainstroro feast oder tikht. der Abfragestrom fan A^m^ZSV^Tz-mu 

SSj. SSiSSS^, einer norma.*, Spei- SS^^ ~ V * 
Z^LT^Z™ ^^wirddieSptnnungriner a Selbst went die Sdiwellenwertapanming nicht nega- 

.SE^SSrT 1 derart , vo T n ?? tel,,> *" *»" * * » wild die gkiche WMttngeneuM ^niTeSe 

Dramstrom nicht in der normalen Speiehemlle fliesst Anzaht von SpeicheneUen. deren&fa^w~ta»». 

Atfr^l 6 ?/^ P^ 1 " ff* * der «■■- BETSol IRE SECTS 

2 totfct^^ 18111 ^- gleichen Bhlehung befinden. Sind btispMiw^ AM 
er SchweJlenwertipannungen ein Drainstrom fliesst » Spcicherzellen inder gteichen Bidetomc etoSUK 

n^?p^^^T;^ ttr ^ jede r- EI*™, mhebtander v^TSiS^ 

^RitC^ . ' £^ vot V m sen. so dais gemOsses Lesen Qber die Bitleitung nicht diuchgeftthrt 

atese£^L SpeaAerzeBen ah normal werden kann, wenn die Sumrae d^trischeXS 

r^rv.£L B von einigen bis zu einer groiten Anxahl von Spetcher- 

Da em Dntmra m einer Bideitung mit einer anor- 35 zellen grosser als der Abfragestrom (JwJ) isturfbn 

JEST*??' ^i dm AMr "*« trora fiber- wennderStnmi einer jedc^SttselteUetai 

schreitet. w,rd die amvraale Speicherzelle im Zustand Wird das Prttf-FreigWsiSS^Sv^^eS PrO- 

^nL^T^A 50 da " ** anormal fung mit einer TotalamTSKaSS Z EEndfe 

StL^X ^ m n2T nd k ^ de ';^ ek:her mU <•« Abfrageve*l^(S)^i£ 
einer Speicherzelle mit medriger Schwellenwertspan- <o sert werden. Dabei wird die EmDfindochkeh votefe* 

IS^sSS^SSST^ Speicher vor- so da^UnteSnTzwSK^tS ^£ 

fSKL?^ ^* *F?r. we «lea ««» Lesen eines PrOfstroms (**) antteUe des aewohnlichen Ab- 

JPlKS^^ fragestrom, (/^durchgefQlTw^ umTw2c!^ 

«Lm^^T m nKht - wlhlende Spannung I und V zu unterscbeiden. AuTdiese Weise kann eine 

biT * -j_T ■ „ t . +* genauere PrOfung erfolgea 

a \& "15 e>ne Schaltimg einer erfindungsgematien ErTindungsgeralzs in. wie vorausaehend besdiriehen. 

iZfSEZ! 0 "^^ , w l , "*f idel ** ««8««flb« tine SchaltunTaTlK 

tSSSSSSSStJi. "!™ l ^ c d "" tAeitig eine. metaeToteate wSSS 

bS^T HSSfTfiSif'S d * Z " dien, « e * ne S "* D - tun « cn eine nicht-wihJende Spanming geseizt wer- 

JerLTSL^ x^?* S Pr? un « ? u ^."^ » den, urn emeu Prflfroodus zu Iiefe^sodaVein Spei- 

„™l a ^" n dK V Tnu,Mtoren urn die er- cher, dcr eine Speicherzelle mit einer aiedrigen Schwel- 

iwf ll?^ ■"SPT?'"? ^ Cn Wonleitungen leowertspannung hat. mOhelos im gdoschten Zusumd 

miiel-ra^^^^ ^"^^ ««" ^ werden kann, wIS em*K 

B^^wi^'I^ . c wirkamer Test des Standes der Technic eine zeiuuf- 

J£l^6^££^ m ^^ 1 ^*. ^ 59 wendige Wiederholung des Programmierens und L0- 

amnuesaend beschneben. Beim gewOhnbchen Lesen schens erfordert 

nat das PrOf-Freigabeiignal eine Spuming von 0 Volt 

und die Vorspannungssehalung (21) m ausser Betrieb. 

Aus diesem Grund sind die Trans istoren ((?i-<?J abge- 

jchahet Infolgedessen wird das Obliche Lesen in be- m 

kannterWeisedurchgefflhrt 

Wrd das Prflf-Freigabesinga] in einen aktiven Zu- 
stand von 5 Volt gebracht, so arbeitet die Vorspan- 
nungsschaltung (21) zur Erzeugung der vorgeschriebe- 
Spannung. Die mit den Wordeitungen ( WL, - WLj » 
>undenen Transistoren «^ - Q,) werden eingeschal- 
tet, so dass aUe Wordeitungen an die durch die Vorspan- 
nungsschaltung(21)erzeugte Spannung (etwa 03 bis 1.0 
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